




 Образование запирающего слоя при контакте 

полупроводников p- и n-типов.  



 Вольт-амперная характеристика 

кремниевого диода. На графике использованы 

различные шкалы для положительных и 

отрицательных напряжений.  



Транзистор структуры p–n–p.  

Транзистор структуры n–p–n.  

Включение в цепь 

транзистора p–n–p-

структуры. 


